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Одной из основных задач современной микро – и наноэлектроники является увеличение скорости записи и считывания информации. Для ее решения постоянно ведется поиск новых материалов, позволяющих создавать многофункциональные элементы электронной компонентной базы нового поколения, а также проводится всестороннее исследование функциональных и структурных свойств этих материалов.
Традиционными объектами исследований в этой области являются различные магнитные материалы и структуры, т.к. в них возможно переключение магнитного момента путем воздействия сверхбыстрых электромагнитных импульсов. Например, фемтосекундных лазерных импульсов.

В отличии от магнитного состояния, оптическое управление сегнетоэлектричеством может оказаться гораздо проще, т.к. сегнетоэлектрический параметр порядка (поляризация) напрямую связан со степенью свободы решетки. Для исследования этой возможности был выбран материал Sn2P2S6, т.к. он по своей природе является сегнетоэлектриком-полупроводником
В нем ожидается возможность оптического управления при помощи фемтосекундных лазерных импульсов состоянием поляризации путем когерентного квантового контроля фононов для нового поколения электронных устройств высокоскоростной обработки и хранения информации.
Были проведены экспериментальные исследования температурной зависимости нелинейно-оптического отклика в кристалле сегнетоэлектрика-полупроводника Sn2P2S6 в области температуры фазового перехода. Методом спектроскопии временного разрешения исследована динамика релаксации нелинейно-оптического отклика кристалла Sn2P2S6 в пикосекундном временном диапазоне при переходе через температуру фазового перехода. Сделаны выводы об отсутствии эффективного изменения температуры Кюри кристалла под действием фемтосекундного лазерного излучения, а также о низком пороге разрушения материала.
Текущие результаты являются основой для дальнейших исследований сверхбыстрого управления сегнетоэлектрической поляризацией путем фемтосекундных лазерных импульсов.
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